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[bookmark: _GoBack]Использование материалов с низкой диэлектрической проницаемостью (low-k диэлектриков) в качестве межслойных изоляторов в современных интегральных схемах позволяет значительно повысить быстродействие этих устройств. Однако воздействие плазмы, которая активно применяется на разных этапах производства, способно вызвать значительную деградацию свойств таких материалов. Процессы, происходящие как самой в плазме, так и вблизи поверхности low-k диэлектрика, относятся к различным пространственно-временным масштабам, поэтому для их моделирования необходимо применять многомасштабные подходы с использованием различных методов и моделей. 
В рамках данной работы подобный подход был применен для определения оптимальных условий проведения предварительной обработки  low-k диэлектриков с целью удаления гидрофобных CH3-групп из тонкого верхнего слоя материала (функционализации) в условиях плазмы несамостоятельного высокочастотного разряда с внешней ионизацией электронным пучком (1 кэВ) [1, 2]. 
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